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50MHzﾊﾞﾝﾄﾞ専用　RXアンプ回路

　50MHzﾊﾞﾝﾄﾞは外来ノイズレベルが低く、他ﾊﾞﾝﾄﾞと比較し、相対的に感度不足を感
じますので、専用のＲＦアンプ基板を準備しました。
PG≒8dB。　LPF基板と　RFConv基板の間に接続します。50Mﾊﾞﾝﾄﾞ以外は、リレー
OFF状態により、Ampをバイパスする回路となっています。
Relayは、OP-11に含まないので、別途準備してください。それ以外のチップ部品類
は、他基板の余剰品でまかなえます。
ﾊﾟﾀｰﾝ面のチップ部品配置図は、左図参照。
ケースYM200に組み込むときは、このAmp基板を　LPF基板横の17.5mmｽﾍﾟｰｽに上
下をひっくり返して配置します。事前に考えていたよりもｽﾍﾟｰｽが狭隘であったため、
このｽﾍﾟｰｽに配置するためには、左図に記載のような配慮(2SA1015を高さ7mm以下
に。T2を斜めに半田付け。LPF基板の切欠き2.5mmx10mm）が必要です。.

使用数 梱包個数
50MHz RXAmp PCB基板 24ｘ36mmx1.6ｔ 1 1

T1,T2 7L/A127 7mm角コイル(内部ﾁﾀｺﾝは破壊すること 2 2
FET J310 1 1

C 同調用 100pFx1ヶ 1 1
C 同調用 15pFx2ヶ 2 2

RelayDC12V2回路2接点は、941H-2C-12D相当品別途準備。およびその他のチップ部品、Tr類は、本
キットには含みませんので、他のキット基板の余剰品を充当してください
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OPTION-11 Rev2 50MHzアクセサリー

RF Conv.基板　50MHz化のヒント

50MHz/RFConv.追加部品 使用数 梱包個数
T1,T2,T4 10Kボビン UEWφ0.2mm 6t:3t 巻き込み済み 3 3

C 同調用10pF 1 1
C 同調用15pF 2 2

chip-C 6pF Chip または、デスクセラミック6pF 1 1

50MHz/LPF追加部品 使用数 梱包個数
C マイカ 62pF 500V 2 2
C マイカ 120pF 500V 2 2
C マイカ 59pF500V 2 2

RF Conv.の3回路のうちの　1回路を50MHz専用とするための追加部品です。上記リスト記載以外の部
品は、RF Convに含むオリジナル品を使用してください。

　RFConv.基板の Aﾊﾞﾝﾄﾞに　50MHz帯を組み込むことが可能です。
50MHzを追加するための部品を　左表のとおり　同梱しました。

1) 同調コイルT1、T2、T4
　梱包している　10Kボビンのコア材質は、　K3766とほぼ同一です。
　T1,T2,T3 として　梱包の10Kボビンに左下のように 6t:3tを巻き込みます。巻き込み
済

 あるいは、オリジナルK3766(8t:5t) を　6t:3tの改造してもOkです。.
　50MHz用に最適化をはかります。1次コイル(同調)は、ﾋﾟﾝ②～③間の8tを③ﾋﾟﾝから
ほどき、4tとする。結果、1次コイルは、6ｔ。　2次コイル（リンク）は、⑥ﾋﾟﾝより、2tほど
き、結果3tとする。
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 1SV231
70pF/0VTX時
8pF/13VRX時

RX　ON時には、J310ｘ2等(負荷容量が
8pF程度)がぶら下がり、これがT2の1次
/2次ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ逆比で2pF増の挙動を
し、同調容量15pFに影響し、同調点が
ずれる。

2) T2 のRX/TX時の同調容量補正
　RX時には、Q4,5,J310のﾄﾞﾚｲﾝ容量=2.5pFｘ2個等が、T2の2次側
にぶら下がり、同調点が内部コア1回転分ほどずれてしまいます。
それを補正するために　6pF+1SV231（ﾊﾞﾘｷｬｯﾌﾟ・・別基板余剰品）
を　T2の1次側に追加し、RX時のみ、1SV231に＋12Vを印加する
ようにします。　すると　TX/RX時で　直列容量で約2pFの変化が
でますので、それで　RX/TX時の同調ずれ補正をします。

T2の同調コンデンサも　15pF→10pFに変更したほうが、よいかも。

　これは、50MHz以外のﾊﾞﾝﾄﾞでも同様ですが、同調容量自体が大
きい（例；21MHzでは、T2同調容量≒50pF）ので　あまり気になり
ません。　気になる場合は、他ﾊﾞﾝﾄﾞも　T2の補正（6pF+1SV231）
をします。
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62pF 120pF

L2;0.22uH

120pF 62pF

50MHzLPF　fc=58MHz

L1;0.19uH L3;0.19uH

50MHz用LPFｺﾝﾃﾞﾝｻは、ﾃﾞｨｯﾌﾟﾏｲｶ

3) 50MHz用LPF・・左図3段LPF
LPFコンデンサは、同封のマイカコンデンサを使用します。
 LPF用コイルは、T37-6(黄)に巻きますが、50MHz用の線径は、φ
0.8UEWを別途準備して、巻きます。　Φ0.4でも良いですが、表皮効果抵
抗により、φ0.8に比べて　挿入損失が　0.1-0.2dB程度増えるようです。
　UEWΦ0.8に代えて、UEWφ0.4X3本をリッツ線にして巻いても表皮効果
は抑えられます。

左図1段LPF;
RF TX Amp(5W)を 50MHzで使用するときは、その出力段にも　1段LPFを
追加します。　 j上述の3段LPFのみでは、第2高調波レベルが、-55dBc
程度で　新規制の　「スプリアス領域のスプリアス規制値、-50dBc(HF
帯)、-60ｄBc(50MHz帯)」をクリアするのが難しいので　この1段LPF(-
10dB)を追加します。

59pF 59pF

0.15uH

 T37-#6(黄)
L1、L3=0.19uH; Φ0.8UEWx7t
L2=0.22uH; Φ0.8UEWx9tx 8ｍｍL
 空芯コイル径 φ6 ; φ5ドリル刃に　UEWφ0.8
を密巻きで　9t。　コイル長=8mmL

2SA1015,　高さ7mm
以内へ押し込む

7

Relay

T2

T1;7Kコイル
は、少し斜め
に取り付ける

2.5

LPF基板；
T2との干渉部
2.5mmｶｯﾄ。TB+の
ﾊﾟﾀｰﾝﾗｲﾝぎりぎ
りまで

　このｱﾝﾌﾟ基板を、ケースYM200に組み
込むときは、LPF基板横のｽﾍﾟｰｽ
（17.5mm幅）に　裏返して組み込みます。
　LPF基板と　T2コイル、2SA1015が干渉
するので、以下のとおり改造留意して、
組み立てます。
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RD16HHF1　5Wｱﾝﾌﾟ直後のLPF　ｆｃ＝58MH
ｚ

50MHzLPF
 fc=58MHz
LPF ;T37-6(黄)
L; 0.15uH; φ0.8UEW x6t

①

②

③ ④

⑥
Bottom View

T1-T4/Aﾊﾞﾝﾄﾞ;
(10Kボビンに6t:3t)

6t 3t

1次；③ﾋﾟﾝより①ﾋﾟﾝに　6t
2次；④～⑥ﾋﾟﾝ　3t。

6t:3t
K3766　オリジナ
ル

①
②

③ ④

⑥
Bottom

0.4μ-1.2μH

8t:5t
6t

2t
5t



1kΩVR
idle=100mA
Peak; 1.5A

B+13.5V
1.2kC

10Ω

0.1uF

RF Lineaｒ Amplifier Single 5W　　JK1XKP

RD16HHF1  x Single
gain +8ｄB

4
7
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B+5V
78L05

0.1Ω
1W

Flange;Source

G S D

RD16HHF1

220uF 25V100uF 25V

4.7kΩ

RD16HHF1 用Heat Sink
 YM-200底板の　AL1tx150x200
にビス止めし、放熱。

T1;FT50-#61
φ0.4UEW 10tx2バイファイラ100uF 25V

150ΩP1/2

Intput;
700mW(+28dBm)
Max1W 18Ω

ATT； -3dB

510pF 510pFx2
(1020pF)

To RxANT

1.1uH
LPF　7M～50MHz　JK1XKP

1.1uH 1.1uH

TB+12V

7MHzBand

10MHzBand

18MHzBand

21MHzBand

24.5MHzBand

7MHzLPF
 fc=8.0MHz

10MHzLPF
 fc=13MHz

21MHzLPF
 fc=25MHz

28MHzLPF
 fc=34MHz

B+12

Ry Ry

510pF

RY;　１２V小型リレー　接点容量：２A　９４６Ｈ－１Ｃ－１２Ｄ

7MHzLPF

300pF 510pF

0.87uH 0.96uH 0.87uH

510pFB+12

Ry Ry

300pF10MHzLPF

Ry

0.45uH 0.50uH 0.45uH

B+12

Ry

Ry

21MHzLPF

62pF 120pF

L2;0.21u
H

120pFB+12

Ry
Ry

62pF
50MHzLPF

L1;0.19u
H

L3;0.19u
H

ANT

Ry

TB+12-14V

from TX

Note
1)PCB基板は、LPFは５回路分のみ、実装できる。
2）Relayは、左図の946H型(接点容量2A)か、Y14H型(接点
容量1A)が、PCB基板に実装可能。

1.2kΩC

4.7kΩ SBD

3.2Vrms /5W時
Monitor端子

理論飽和Pout
= (12V-1V)^2/(2x12.5Ω)
=4.8W・・・・　B+12V時

= (13.5V-1V)^2/(2x12.5Ω)
=6.3.W・・・・　B+13.5V時

Zi=12.5Ω

 T37-#2(赤)
L=1.1uH; Φ0.4UEWx17t
L=1.1uH; Φ0.4UEWx17t

 T37-#6(黄)
L=0.87uH; Φ0.4UEWx17t
L=0.96uH; Φ0.4UEWx18t

 T37-#6(黄)
L=0.45uH; Φ0.4UEWx12t
L=0.50uH; Φ0.4UEWx13t

 T37-#6(黄)
L=0.33uH; Φ0.4UEWx10t
L=0.37uH; Φ0.4UEWx11t

10k;調整要す

B+12V

B+12-14V
51Ω
Δ≒2V 510pFx2

(1020pF)

300pFx2
(150pF)

300pFx2
(150pF)

510pFx2
(255pF)

510pFx2
(255pF)

7MHz実測損失=-0.25dB

10MHz実測損失=-0.1dB

21MHz実測損失=-0.3dB

(1SS108等)

330Ω 330Ω

5W
(+37dBm)
@50Ω

100pF 180pF

0.37uH

180pFB+12

Ry

100pF

0.33uH 0.33uH

28MHzLPF

50MHzBand 50MHzLPF
 fc=58MHz

 T37-#6(黄)
L1、L3=0.19uH; Φ0.8UEWx7t

T1

510pF
0.01uF
0.1uF

Q6 2SK30A

S+

Generator基板

VR1ｋ(≒450Ω)

7MHz +27.8dBm
Input Output(各ﾊﾞﾝﾄﾞLPF後)

+36.8dBm(4.8W) 900mA
10MHz +27.2dBm +36.8dBm(4.8W)

18MHz +27.0dB +36.2dBm(4.2W)
21MHz +27.7dBm +37.1dBm(5.2W)
25MHz +27.1dBm +36.5dBm(4.5W)

50MHz +28.7dBm +36.8dBm(4.8W) 900mA

入出力特性　実測値　B+13.5V

1.2kΩC

DDS Unitの
LM358(Smeter
)回路へ

ここの電圧0.4Vで
PwrMeter(LCD)ﾌﾙスケール。
0.2V程度が見やすい。

50MHz用LPFｺﾝﾃﾞﾝｻは、ﾃﾞｨｯﾌﾟﾏｲｶが良い

78L05

TB+12～20V
B+12V～20V

TB+
Ｂ+

3.4kC(6.8kx2)

LPF基板

リグへの供給電圧Ｂ+が14Ｖを超える場合は、ＬＰＦ基板のリレーを保護
するための降圧抵抗51Ω、100Ωに代えて、上図のような回路を中ｼｬｰ
ｼ基板に追加し、ＬＰＦ基板への最大印加電圧＜+12Ｖとする。
　3.4kΩは、78L05の無負荷時バイアス電流により若干調整すること
（Bias電流≒2mA±20%）
78L12の場合は、回路が簡単になる。（上図）

Bias≒2mA ∴Δ

ΔV

追加

100Ω
Δ≒2V

10k;

Inputは、RF Conv.（RD00xPP）の出力をそのまま
接続。
上表は、B+13.5Vのデータ。リグのB+を19Vとす
ると4.8W(50MHz/0.9A)は、6.5W（50MHz/1.3A）と
なった。

L2=0.21uH; Φ0.8UEWx9tx 10ｍｍL
 空芯コイル径 φ6 ; φ5ドリル刃に
UEWφ0.8を密巻きで　9t。　コイル
長=10mmL

L;0.15uH

59pF 59pF

LPF

LPF;fc=58MHz; 50MHzﾊﾞﾝﾄﾞを含
む場合のみ、LPF追加。　3.5-
28MHzでは追加不要。
LPF ;T37-6(黄)
L; 0.15uH; φ0.8UEW x6t

I (A)RD16

50MHz実測損失=-0.5dB

78L12

TB+12～20V
B+12V～20V

TB+
Ｂ+

LPF基板

　L12
Δ1.5V

CQ11_SSB_AD9834.xlsRF5WAmp



Note1)     C;0.1μFChip
      2) Diode 1N4148 unless otherwise noted
      3) Varicap;1SV231 unless otherwise noted
      4)1kC=1.2kΩChip

OP-11/RF Converter　50MHz & 7MHz/DDS

IF I/O
12MHz@50Ω

DBM ADE-1

T7

-5dBm
-12dBm

A-R+

 J310x2Para D S
RX-ANT
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 Chip Varicap
1SV231(57pF@1V-10.5pF@10V)
Max. Abs VR;30V
 
1SV287(5pF@2V-0.6pF@25V)
Max. Abs VR;30V
    （or 1SV239刻印[TC]）

A; 50MHz L=0.7uH (6t:3t)  K3766

B; 18-25MHz L=1.7uH (10t:5t) K3766

C; 7-10MHz L=7.7uH (21t:10t) LT

T1同調C=15pF+45VC+7pF=67pF
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12.8V :24.9MHz
6.3V :21.0MHz
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0.1uF

6..8kC

6.8kC

50ΩC
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700Ω0.1uF

700Ω
 3tx2

0.7W/50Ω

T10; FB801
1/2次；φ0.4UEWx3tﾄﾘﾌｧｲﾗ

 3t
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x 2

 2SK30A-GR lot No.3A
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1ｋC5.5V

ALC
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Q4
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Q8
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Q10

Q11

Q12

Q13

Q14
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Q18
Q19

Q20

0.1uF
C14

C13
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33ΩC=100ΩCx3

6
.8

kC
6
.8

kC

6
.8

kC
6
.8

kC
6
.8

kC

2SK241GR

2SK241GR

 T7
 FBφ4x7mmL
4txφ0.2ﾄﾘﾌｧｲﾗ

 √(52pF/27pF)=1.39

 √(67pF/30pF)=1.49

T1同調C=15pF+30VC+7pF=52pF

1SV231; 45pF/2V～8pF/13V

0.1uF

2
2
kC

2pFC6

Power Gain
+5.4dBm/+14.6/+28dBm at 21MHz
+5.8dBm/+15.0/+27dBm at 18MHz
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1次；最上層を③ﾋﾟﾝより②まで6t巻
き戻し、8ｔに巻き変えて合計10tとす
る。
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1次；③ﾋﾟﾝより①ﾋﾟﾝに　6t
2次；④～⑥ﾋﾟﾝ　3t。
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